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ABSTRAK

Pengasingan peranti merupakan salah satu teknologi terpenting disebabkan oleh
peningkatan jumlah peranti CMOS berskala besar. Dalam industri semikonduktor teknik
pengasingan oksida setempat merupakan teknik yang paling meluas digunakan sejak
kebelakangan ini. Walaubagaimanapun, dalam penggunaan teknologi CMOS berskala
sangat kecil halangan utama yang dihadapi ialah pencerobohan oksida yang berlaku di
bawah kawasan aktif. Dalam projek ini, kaedah yang digunakan untuk meningkatkan
struktur pengoksidaan setempat adalah Poly Buffered LOCOS dan Fully Recessed LOCOS
di mana, kaedah ini telah dikaji dapat mengurangkan kewujudan paruh burung. Dengan
penemuan kaedah Poly Buffered LOCOS dan Fully Recessed LOCOS ianya telah diakui

dapat mengurangkan pembentukan oksida yang berlaku di bawah kawasan aktif.



ABSTRACT

Device isolation is one of the most important technology features towards the
realization of very large scale CMOS device integration. Since the early days of
semiconductor industry, LOCOS isolation has been the major isolation scheme. However,
one of it is major drawback is the oxide encroachment, or so called, bird’s beak beneath
under active areas which limits its application in deep sub-micron CMOS technology. This
project investigates the use of modified LOCOS structures for example Poly Buffered
LOCOS (PBL) and Fully Recessed LOCOS as a bird’s beak suppressing technique. It was
found that, Poly Buffered LOCOS and Fully Recessed LOCOS structures, have been
dramatically reduce the oxide encroachment beneath the active areas.
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